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DZIALALNOSC
POLSKIEGO TOWARZYSTWA WZROSTU KRYSZTALOW
W 2012 R.

ZARZAD GLOWNY POLSKIEGO TOWARZYSTWA WZROSTU KRYSZTALOW (PTWK)
W KADENCIJI 2010 - 2013:

Prof. Ewa Talik — Prezes, Prof. Wojciech Sadowski — Eksprezes, Prof. Dorota Pawlak — Prezes elekt,
Dr Katarzyna Racka — Sckretarz Naukowy, Dr Pawel Zajdel — Sekretarz Techniczny,
Dr Monika Oboz — Skarbnik, Prof. Stanistaw Krukowski — Przewodniczacy Sekeji Krysztalow Objetosciowych,
Prof. Michal Leszczynski — Przewodniczacy Sekcji Mikrostruktur,
Dr Ludwika Lipinska — Przewodniczaca Sekeji Nanokrysztalow,
Prof. Jolanta Prywer — Przewodniczaca Sekcji Biokrystalizacji.

Polskie Towarzystwo Wzrostu Krysztalow przy-
czynilo si¢ do wydawnictwa materialow pokon-
ferencyjnych, po Niemiecko-Polskiej Konferencji
Wazrostu Krysztatow ,,GPCCG-20117, ktéra odbyla
si¢ w dniach 13-18.03.2011 r. we Frankfurcie/Stu-
bicach. Materialy ukazaly si¢ drukiem na poczatku
marca 2012 r. w specjalnym numerze czasopisma
naukowego Crystal Research and Technology (vol.
47, issue 3; wydawnictwo Wiley-VCH). Koszty
druku materialow pokonferencyjnych zostaly pokryte
z dotacji przyznanej PTWK przez Ministerstwo Na-
uki 1 Szkolnictwa Wyzszego (MNiSW), w ramach
grantu na dofinansowanie organizacji konferencji
,GPCCG-2011".

W 2012 r. PTWK poczynilo szereg staran o to,
by rok 2013 zostal uznany Rokiem profesora Jana
Czochralskiego. W kwietniu 2012 r. Prezes PTWK

— prof. Ewa Talik, oraz zalozyciclka PTWK — prof.
Anna Pajaczkowska, uczestniczyly w spotkaniu
1 rozmawialy o tej sprawie z przedstawiciclkg Komi-
sji Sejmowej — postanka Twona Sledzinska - Katara-
sinska (Przewodniczaca Komisji Kultury i Srodkow
Przekazu). Prof. Ewa Talik przedstawila wtedy listy
poparcia, ktore otrzymala od wiclu oséb ze $wiata
nauki, w odpowiedzi na rozeslany wczesniej list,
z podkresleniem zastug prof. Jana Czochralskiego,
jako wybitnego polskiego naukowca. W pazdzierniku
2012 r. PTWK przygotowalo wniosek o ustanowienie
roku 2013 Rokiem prof. Czochralskiego 1 wystagpilo
znim do Sejmu RP. Starania PTWK w ww. sprawie
zwienczyl sukces — Sejm RP oglosil prof. Czochral-
skiego Patronem roku 2013 uchwalg z dn. 7 grudnia
2012 1.

Sekretarz Naukowy PTWK, dr Katarzyna Racka,

74 MATERIALY ELEKTRONICZNE (Electronic Materials), T. 40, Nr 4/2012


http://www.ptwk.org.pl
mailto:Ewa.Talik@us.edu.pl
mailto:Katarzyna.Racka@itme.edu.pl

BIULETYN PTWK

brala czynny udzial w organizacji dwoch waznych
wydarzen naukowych — Sympozjum Naukowego
oraz wystawy w Sejmie RP, poswigconych prof.
Czochralskiemu.

Sympozjum, zorganizowane przez PTWK oraz
Instytut Technologii Materialéw Elektronicznych
(ITME), odbylo si¢ w ITME, w dn. 24 pazdziernika
2012 r. Mialo ono na celu popularyzacje osoby oraz
osiggni¢¢ naukowych prof. Czochralskiego.

W listopadzie 2012 r. rozpoczely si¢ starania
PTWK o uzyskanie zgody Marszalek Sejmu — Ewy
Kopacz, na zorganizowanic w Sejmic RP wystawy
poswigconej zyciu i1 dzielu prof. Czochralskiego.
Wystawa odbedzie si¢ w dniach 6-8 lutego 2013 r,
a jej organizatorami beda: PTWK, ITME, Poli-
technika Warszawska oraz Urzad Miejski w Kcyni.
Patronat nad wystawa obj¢lo MNiSW.

W 2012 r. Zarzad PTWK wykonywal prace
zwigzane z organizacja dwoch waznych wydarzen
naukowych, ktore bedg mialy miejsce w roku 2013 —
Miedzynarodowej Konferencji Wzrostu Krysztalow
LICCGE-17" (odbedzie si¢ ona w dn. 11-16.08.2013,
w Warszawie) oraz Migdzynarodowej Szkoly Wzro-

stu Krysztalow ,, ISSCG-15" (odbedzie si¢ ona w dn.
04-10.08.2013, w Gdansku).

W 2012 r. PTWK wystapilo z inicjatywa przethu-
maczenia najjezyk angielski ksigzki o prof. Czochral-
skim, pt.: ,,Powrot. Rzecz o Janie Czochralskim",
autorstwa dr. P. E. Tomaszewskiego. Bralo takze
czynny udzial w pozyskaniu srodkéow finansowych
na thumaczenie 1 wydawnictwo w/w ksiazki. Dzigki
przetlumaczonej ksigzce mozliwa bedzie popularyza-
cja osoby prof. Czochralskiego wsrod zagranicznych
gosci, ktorzy w sierpniu 2013 r. beda uczestniczy¢
w organizowanych przez PTWK — Konferencji ,, IC-
CGE-17" 1 Szkole ,,ISSCG-15".

Zawarto$¢ strony internetowe] PTWK (www.
ptwk.org.pl), zarzadzanej przez Sckretarza Tech-
nicznego PTWK, dr Pawla Zajdla, byla w 2012 r.
na biezgco uaktualniania, w miar¢ otrzymywania
nowych materialow.

W 2013 r. uplywa kadencja obecnego Zarzadu
Glownego PTWK. Nowe wladze Towarzystwa zo-
stang wybrane w sierpniu br.,, na Walnym Zebraniu
czlonkow PTWK.

SYMPOZJUM NAUKOWE
POSWIECONE PAMIECI PROFESORA JANA CZOCHRALSKIEGO

Sympozjum Naukowe, poswigcone pamigci
profesora Jana Czochralskiego odbylo si¢ w In-
stytucie Technologii Materialow Elektronicznych
(ITME) w dniu 24 pazdziemnika 2012 r. Zostalo
ono zorganizowane przez Polskie Towarzystwo
Wzrostu Krysztalow (PTWK) oraz ITME. Sym-
pozjum mialo na celu popularyzacje osoby oraz
osiagni¢¢ naukowych profesora Czochralskiego,
w swictle podjetych przez roézne srodowiska na-
ukowe (m.in.: PTWK, Instytuty PAN, Towarzystwa
Chemikéw, Fizykow oraz Sejmiku Wojewddztwa
Kujawsko - Pomorskiego) staran o to, by rok 2013
zostal uznany przez Sejm RP — Rokiem prof. Czo-
chralskiego.

W Sympozjum uczestniczyli zaproszeni goscie
oraz pracownicy I[TME (ogélem 44 osoby). Wsrod
przybylych na Sympozjum znalezli si¢ przedstawi-
ciele: uczelni wyzszych (Politechniki Warszawskiej,
Politechniki Gdanskiej, Politechniki Poznanskiej),
placowek 1 instytutow naukowych (Centrum Nauki
Kopemik, Instytutu Fizyki PAN, Unipressu PAN,
Instytutu Niskich Temperatur i Badan Struktural-
nych PAN we Wroclawiu), jak réwniez grupa oséb
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z Keyni, rodzimego miasta profesora Czochralskiego.
W Sympozjum uczestniczyli m.in.: Jego Magni-
ficencja Rektor Politechniki Warszawskiej — prof.
Jan Szmidt, Prodzickan ds. Nauki Wydzialu Fizyki
Technicznej Politechniki Poznanskiej — Prof. Ryszard
Czajka, Dyrektor Unipress PAN — Prof. Izabella
Grzegory, Prezes Polskiego Towarzystwa Badan
Materialowych — Prof. 'Andrzej Mycielski, Dyrektor
Centrum Nauki Kopernik — Robert Firmhofer, Wice-
dyrektor Centrum Nauki Kopernik — Irena Cieslin-
ska, Redaktor Gazety Wyborczej — Piotr Cieslinski
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oraz przedstawiciele z miasta Kcynia: Burmistrz —
Piotr Hemmerling, Dyrektor Szkoly Podstawowej im.
J. Czochralskiego — Michat Poczobutt, nauczyciel —
Jan Kurant, uczniowie Liceum Ogoélnoksztatcacego
im. Karola Libelta — Mitosz Frasz i Maciej Poraj,
oraz Anna Duda-Nowicka z Urzedu Miejskiego.

W trakcie Sympozjum byla mozliwos¢ zakupu
dwoch ksigzek — biografii prof. Czochralskiego, pt.:
,,Powrét. Rzecz o Janie Czochralskim”, autorstwa dr
Pawla Tomaszewskiego (byt on uczestnikiem Sym-
pozjum) oraz tomiku poezji prof. Czochralskiego, pt.:
., MAJA powie$¢ milosna”, z utworami zebranymi
rowniez przez dr. Pawla Tomaszewskiego.

Sympozjum otworzyl Dyrektor ITME — dr Zyg-
munt Luczynski. W programie Sympozjum znalazty
si¢ kolejno trzy referaty:

s Powrdt z zapomnienia” — profesor Anny Pa-
jaczkowskiej z Instytutu Technologii Materiatow
Elektronicznych;

* Jan Czochralski: life, works, accomplishments”
— profesora Roberto Fornari’ego, Dyrektora Instytutu
Wazrostu Krysztatow w Berlinie i Przewodniczacego
Migdzynarodowej Organizacji Wzrostu Krysztatow;

* .Metoda Czochralskiego” — profesor Ewy Talik
z Uniwersytetu Slaskiego, Prezes Polskiego Towa-
rzystwa Wzrostu Krysztalow.

Po referatach, w dalszej czg$ci Sympozjum
odbyta si¢ dyskusja, w trakcie ktorej moéwiono
o koniecznosci podejmowania dalszych dzialan,
majacych na celu popularyzacje osoby profesora
1;jego osiagnig¢ naukowych. Jako pierwszy zabrat glos
w dyskusji Burmistrz Kcyni — Piotr Hemmerling,
ktory podziekowal za dotychczasowe przedsig-
wziecia majace na celu popularyzacje profesora.
Szczegodlne podzickowania Burmistrz skierowal do
prof. Anny Pajaczkowskiej, ktorajest honorowa oby-
watelkg miasta Kcyni i zostata odznaczona medalem
osoby zastuzonej dla gminy Kcynia. Burmistrz Piotr

Hemmerling podzigkowat takze Dyrektorowi ITME
— dr. Zygmuntowi Luczynskiemu za popularyzacje
Osoby prof. Czochralskiego 1 w imieniu spoteczno-
sci keynskiej wreczyl mu album ksigzkowy wraz
z materialami promocyjnymi miasta Kcyni, ktore
w 2012 1. obchodzilo uroczystos¢ 750-lecia nadania
praw miejskich.

Nastepnie glos w dyskusji zabrat prof. Miro-
staw Nader z Politechniki Warszawskiej, ktory
w lutym 2011 r. zostal powolany przez dwczesne-
go Rektora PW — prof. Wlodzimierza Kurnika, na
cztonka Komisji Historycznej do zbadania prawdy
o prof. Czochralskim. Profesor Nader opowiedziat
o swoich poszukiwaniach dokumentéw dotyczacych
prof. Czochralskiego w Archiwum Instytutu Pamigci
Narodowej, Centralnego Archiwum Wojskowego

i Archiwum Akt Nowych. W $wietle zebranych
materialow, swiadczacych o patriotycznej postawie
profesora i zadajacych tym samym klam wczesniej-
szym pomowieniom o0:jego kolaboracje z Niemcami,
Senat Politechniki Warszawskiej, uchwalg z dnia
29 czerwca 2011 r., przywrdcil dobre imi¢ profeso-
rowi Czochralskiemu i nalezne mu miejsce w spo-
fecznosci akademickiej Politechniki Warszawskiej,
z ktérej zostat wykluczony w 1945 r.

W dalszej czegsci dyskusji glos zabrala Wice-
dyrektor Centrum Nauki Kopernik (CNK) — Irena
Cieslinska, ktora wyrazita chec i gotowos¢ CNK do
wspotpracy w dzialaniach popularyzowania osoby
profesora 1 jego metody otrzymywania krysztatow.
Poszukiwane bedg takie metody przekazu wiedzy na
temat osoby prof. Czochralskiego, aby zwiedzajacy
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CNK mieli mozliwos¢ jej zdobycia na drodze
osobistego doswiadczenia, poprzez ich bezpo-
sredni kontakt z eksponatami interaktywnymi.
Sa juz w tej kwestii pewne pomysly, np.
zorganizowanie warsztatow edukacyjnych
1 doswiadczen dla mlodziezy, lub ekspozycii,
podkreslajacej znaczenie metody Czochral- |
skiego.

W dyskusji glos zabrali takze dr Ludwi-
ka Lipinska z ITME oraz Dyrektor Szkoly
Podstawowej im. J. Czochralskiego w Kcyni
— Michal Poczobutt, ktoérzy wyrazili swojg
opinig, iz osobg prof. Czochralskiego nalezalo

1t
1

|

i

[

by zacza¢ popularyzowac juz wsrdd uczniow szkoly
podstawowej poprzez wprowadzenie edukacji weze-
snoszkolnej 1 nauczania o profesorze, na przyklad,
w ramach lekgji historii, czy tez lekeji wychowawczo
- informacyjnych. W tym celu niezbgdne sg rozmowy
z Minister Edukacji Narodowej — Krystyna Szumilas.

Po dyskusji Dyrektor ITME - dr Zygmunt Lu-
czynski zakonczyl Sympozjum 1 zaprosil uczestni-
kéw do zwiedzenia Zakladu Epitaksji Zwigzkow
Polprzewodnikowych, w ktorym wytwarzany :jest
grafen, oraz Zakladu Technologii Monokrysztalow
Tlenkowych, gdzie znajduje si¢ Laboratorium im.
Jana Czochralskiego, w ktorym powszechnie stosuje
si¢ metode Czochralskiego do wytwarzania réznego
rodzaju monokrysztalow.

Po Sympozjum, prof. Anna Pajgczkowska
wraz prof. Ewa Talik udaly si¢ do Sejmu RP na
posiedzenie Komisji Kultury i Srodkéw Przeka-
zu. Prof. Pajaczkowska zlozyla tam ustne uza-

Il

sadnienie do zgloszonych wczesniej
w Sejmie wnioskow 1 dokumentow,
w sprawie ogloszenia roku 2013 Rokiem
Jana Czochralskiego.

Uchwalg Sejmu RP z dnia 7 grudnia
2012 r., prof. Czochralski zostal oglo-
szony Patronem Roku 2013.

W uchwale tej czytamy: ,.W: szesc-
dziesiqtq rocznice Smierci Jana Czochral-
skiego Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
postanawia oddac hold. jednemu z naj-
wybitniejszych naukowcow wspolczesnej
techniki, ktorego przelomowe odkrycia
przyczynity sie do swiatowego rozwoju
nauki.

Odkryta przez niego metoda otrzymywania mo-
nokrysztatow, nazwana od. jego nazwiska metodg
Czochralskiego, wyprzedzila o kilkadziesigt lat swojg
epoke i umozliwila rozwoj elektroniki. Dzis wszelkie
urzqdzenia elektroniczne zawierajq ukiady scalone,
diody i inne elementy z monokrystalicznego krzemu,
otrzymywanego wiasnie metodg Czochralskiego.

Wklad polskiego uczonego prof. Jana Czochral-
skiego w dziedzing Swiatowej nauki oraz techniki
zostal doceniony przez uczonych Swiata, ktorzy
zaczeli korzystaé z jego najwazniejszego wynalazku.
Wynalazku bez ktorego trudno bylo by funkcjonowac
w XXT wieku.

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej oglasza rok 2013
Rokiem Jana Czochralskiego.”

Katarzyna Racka
Sekretarz Naukowy
Polskiego Towarzystwa Wzrostu Krysztalow
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Parametric wave interaction in one-dimensional
nonlinear photonic crystal with randomized
distribution of second-order nonlinearity

K. Kalinowski' 2, V. Roppo'?, T. Lukasiewicz’, M. Swir-
kowicz*, Y. Sheng', W. Krolikowski'

! Laser Physics Center, Research School of Physics and
Engineering, Australian National University, Canberra, ACT
0200, Australia

2 Nonlinear Physics Center, Research School of Physics
andEngineering, Australian National University, Canberra,
ACT 0200, Australia

3 Departament de Fisica 1 Enginyeria Nuclear, Escola Tecnica
Superior d’Enginyeries Industrial v Aeronautica de Terrassa,
Universitat Politecnica de Catalunya, Rambla Sant Nebridi,
08222 Terrassa, Barcelona, Spain

4 Institute of Electronic Materials Technology, Wélczynska
133,01-919 Warsaw, Poland

Applied Physics B, (2012) 109:557-566

We theoretically study the parametric wave inte-
raction in nonlinear optical media with randomized
distribution of the quadratic nonlinearity ¥@. In
particular, we discuss the properties of second and
cascaded third harmonic generation. We derive ana-
Iytical formulas describing emission propertics of
such harmonics in the presence of % disorder and
show that the latter process is governed by the cha-
racteristics of the constituent processes, i.¢. second
harmonic generation and sum frequency mixing.
We demonstrate the role of randomness on various
second and third harmonic generation regimes such
as Raman—Nath and Cerenkov nonlinear diffraction.
We show that the randomness-induced incoherence in
the wave interaction leads to deterioration of conver-
sion efficiency and angular spreading of harmonic
generated in the processes relying on transverse
phase matching such as Raman-Nath interaction. On
the other hand, the Cerenkov frequency generation
is basically insensitive to the domain randomness.

Fracture toughness, strength and creep
of transparent ceramics at high temperature

Marek Boniecki, Zdzislaw Librant, Anna Wajler, Wla-
dyslaw Wesolowski, Helena Weglarz

Institute of Electronic Materials Technology, 133 Wiélezynska
Str, 01-919 Warsaw, Poland

Ceramics International, August (2012), 38, 6, , 4517-4524

Fracture toughness, four-point bending strength
of transparent spinel, Y. O, and YAG ceramics in
function of temperature (from room temperature
up to 1500 °C) were measured. Creep resistance at
1500 — 1550 °C was studied too. Grain size distribu-
tion was determined on polished and etched surfaces
of samples. Fracture surfaces after tests were exami-
ned by scanning electron microscopy. The obtained
results showed that: in the case of spinel ceramics
fracture toughness and strength decreased from 20
to 800° C, increased from 800 to 1200 °C and de-
creased at higher temperature; in the case of Y0,
ceramics they increased from 400 to 800 °C, and
next kept constant up to 1500 °C; in the case of YAG
ceramics they kept constant from 20 to 1200 °C and
then decreased. The creep strain rate was measured
for spinel and YAG but not for Y. 0, ceramics which
appeared creep resistant. The hypotheses concerning
toughening and creep mechanisms were proposed.

Colloidal domain lithography in multilayers
with perpendicular anisotropy: an experimen-
tal study and micromagnetic simulations

Piotr Kuswik', Tosif Sveklo?, Bogdan Szymanski', Ma-
ciej Urbaniak', Feliks Stobiecki', Arno Ehresmann®,
Dieter EngeP, Piotr Mazalski’?, Andrzej Maziewski?,
Jacek Jagielski*®

! Institute of Molecular Physics, Polish Academy of Sciences,
M. Smoluchowskiego 17, 60-179 Poznan, Poland

2 Laboratory of Magnetism, Faculty of Physics, University
of Bialystok, Lipowa 41, 15-424 Bialystok, Poland

3 Institute of Physics and Centre for Interdisciplinary Nanostructure
Science and Technology, University of Kassel, Heinrich-Plett-Strasse
40, D-34132 Kassel, Germany

* Institute of Electronic Materials Technology, Wélezynska 133,
01-919 Warsw, Poland
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Streszczenia wybranych artykulow pracownikow [TME

3 The Andrzej Soltan Institute for Nuclear Studies, 05-400
Swierk/Otwock, Poland

Nanotechnology, (2012), 23, 475303

Currently, much attention is being paid to pat-
terned multilayer systems in which there exists
a perpendicular magnetic anisotropy, because of
their potential applications in spintronics devices
and in a new generation of magnetic storage media.
To further improve their performance, different pat-
terning techniques can be used, which render them
suitable also for other applications. Here we show
that He" 10 keV and Ar" 100 keV ion bombardment
of Nig Fe, -2 nm/Au-2 nm/Co-0.6 nm/Au-2 nm),,
multilayers through colloidal mask enables magnetic
patterning of regularly arranged cylindrical magnetic
domains, with perpendicular anisotropy, embedded
in a non-ferromagnetic matrix or in a ferromagnetic
matrix with magnetization oriented along the normal.
These domains form an almost perfect two-dimen-
sional hexagonal lattice with a submicron period and
a large correlation length in a continuous and flat
multilayer system. The magnetic anisotropy of these
artificial domains remains unaffected by the magne-
tic patterning process, however the magnetization
configuration of such a system depends on the ma-
gnetic properties of the matrix. The micromagnetic
simulations were used to explain some of the features
of the investigated patterned structures.

Temperature and concentration quenching
of Tb*" emissions in Y Al O, crystals

Z. Boruc', B. Fetlinski', M. Kaczkan', S. Turczynski’,
D. Pawlak?, M. Malinowski'

! Institute of Microelectronics and Optoelectronics, Warsaw
University of Technology, ul. Koszykowa 75, 00-662 Warsaw,
Poland

2 Institute of Electronic Materials Technology, ul. Wiélezyniska
133, 01-919 Warsaw, Poland

Journal of Alloys and Compounds, (2012), 532, 15 August,
92-97

Spectroscopic properties of trivalent terbium
(Tb*) activated Y., Al O, (abbreviated YAM) crystals
were studied. Concentration and temperature depen-
dent emission spectra and fluorescence dynamics
profiles have been investigated in YAM:Tb?" in order

to understand better processes responsible for quen-
ching of the terbium °D, and °D, emissions. Decays
were modelled using Inokuti—-Hirayama approach to
obtain information on the energy transfer mechanism.
The cross-relaxation transfer rates were experimen-
tally determined as a function of temperature and
Tb*" concentration. The investigation revealed strong
influence of cross-relaxation process on °D, emission
quenching. The two different processes responsible
for the increase of fluorescence quenching with
growing temperature were observed, both related to
thermal activation energy. For temperatures above
700 K, the temperature dependence of the emission
intensity ratio (°D,/°D,) becomes linear and the de-
cay times are rapidly decreasing monotonously with
increasing temperature, what is confirming the po-
tential of Y, AL O, Tb*" material in high temperature
luminescence thermometry.

Thermal properties of high-power diode la-
sers investigated by means of high resolution
thermography

Anna Kozlowska, Andrzej Malag, Elzbieta Dabrowska,
Marian Teodorczyk

Institute of Electronic Materials Technology, Wiélezyniska 133,
01-919 Warsaw, Poland

Materials Science and Engineering: B (2012), 177, 15, 1268
— 1272

In the present work, thermal effects in high-po-
wer diode lasers are investigated by means of high
resolution thermography. Thermal properties of the
devices emitting in the 650 nm and 808 nm wave-
length ranges are compared. The different versions
of'the heterostructure design are analyzed. The results
show a lowering of active region temperature for
diode lasers with asymmetric heterostructure scheme
with reduced quantum well distance from the hete-
rostructure surface (and the heat sink). Optimization
of technological processes allowed for the impro-
vement of the device performance, ¢.g. reduction
of solder non-uniformities and local defect sites at the
mirrors which was visualized by the thermography.
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Informacja dla autoréw i czytelnikow
»Materialow Elektronicznych”

L. Zasady przyjmowania prac

1. Przyjmowane sg wylgcznie prace wezesniej niepublikowa-
ne. Wymagana jest deklaracja autora, lub w przypadku pracy
zbiorowej osoby zglaszajacej manuskrypt, ktora reprezentuje
wszystkich autoré6w, ze praca nie zostala uprzednio opubli-
kowana. Jezeli wyniki badan przedstawiane w manuskryp-
cie prezentowane byly wczesniej na konferencji naukowej
lub sympozjum, informacja o tym fakcie zawierajgca nazwe,
miejsce 1 dni konferencji powinna by¢ podana na koncu arty-
kutu. Na koncu artykulu autorzy powinni poda¢ rowniez in-
formacje¢ o zrodlach finansowania pracy, wkladzie instytucji
naukowo-badawczych, stowarzyszen 1 innych podmiotow.
2. Przyjmowane sg prace zarowno w jezyku polskim, jak
1 wijezyku angielskim.
W zwigzku 7 rozpowszechnianiem w Internecie wszystkich
artykulow drukowanych w ,Materialach Elektronicznych”,
autor powinien zlozy¢ oswiadczenie o przekazaniu autorskich
praw majagtkowych do publikacji na rzecz Wydawcy.
3. W trosce o rzetelnos¢ w pracy naukowej oraz ksztaltowanie
etycznej postawy pracownika naukowego wdrozona zostala
procedura przectwdzialania przypadkom przejawu nierzetel-
nosci naukowej 1 nieetycznej postawy okreslonym jako ,.gho-
stwriting” 1 ,,guest authorship” (, honorary authorship”):
- .ghostwriting” wystgpuje wowezas, gdy ktos wniost istot-
ny wklad w powstanie publikacji, bez ujawnienia swojego
udzialu jako jednego z autorow lub bez wymienienia jego roli
w podzigkowaniach zamieszczonych w publikacji;
- ,.guest authorship” wystepuje wowczas, gdy udzial autora
jest znikomy lub w ogdle nie mial miejsca, a pomimo to jest
autorem/wspolautorem publikacji.

Redakcja wymaga od autoréw publikacji zbiorowych ujaw-

nienia wkladu poszczegodlnych autorow w powstanie publika-
¢jiz podaniem ich afiliacji oraz udzialu w procesie powstawa-
nia artykutu tj. informacji ktojest autorem koncepcji, zatozen,
metod itp. wykorzystywanych przy przygotowaniu artykutu.
Glowng odpowiedzialnos¢ za te informacje ponosi autor zgla-
szajacy manuskrypt.
4. Redakcja jest zobowigzana do dokumentowania wszel-
kich przejawow nierzetelnosci naukowej, zwlaszeza lamania
1 naruszania zasad etyki obowigzujgcych w nauce. Wszelkie
wykryte przypadki ,.ghostwriting” 1 ,.guest authorship” bedg
przez Redakcje demaskowane, wlgcznie z powiadomieniem
odpowiednich podmiotdw, takich jak instytucje zatrudniajace
autorow, towarzy stwa naukowe, stowarzyszenia edytorow na-
ukowych itp.

IL. Procedura recenzowania i dopuszczania artykulow do
druku

1. Materialy autorskie kierowane do druku w ,Materialach
FElektronicznych” podlegaja ocenie merytorycznej przez nie-
zaleznych recenzentow 1 cztonkoéw Kolegium Redakcyjnego.

2. Recenzentéw proponujg odpowiedzialni za dany dzial re-
daktorzy tematyczni wchodzacy w sktad Kolegium Redak-
cyjnego.

3. Do oceny kazdej publikacji powoluje sie, co najmniej
dwoch niezaleznych recenzentéw spoza jednostki naukowej
afiliowanej przez autora publikacji.

4. W przypadku publikacji w jezyku obcym, powoluje si¢ co
najmniej jednego

7 recenzentow afiliowanego w instytucji zagranicznej majgcej
siedzibe w innym panstwie niz panstwo pochodzenia autora
publikacji.

5. Autor lub autorzy publikacji 1 recenzenci nie znajg swoich
tozsamosci (tzw. ,,double-blind review proces™).

6. Recenzja ma forme pisemng i zawiera jednoznaczny wnio-
sek recenzenta dotyczgcy dopuszezenia artykulu do publi-
kacji (bez zmian lub wprowadzeniu zmian przez autora) lub
jego odrzucenia.

7. Kryteria kwalifikowania lub odrzucenia publikacji i ewen-
tualny formularz recenzji sg podane do publicznej wiadomo-
$ci na stronie internetowej , Materialow Elektronicznych”.

8. Nazwiska recenzentéw poszczegolnych publikacji lub nu-
mer6w wydan nie sg ujawniane. Raz w roku w ostatnim nu-
merze ,,Materialéw Elektronicznych” bedzie podawana do
publicznej wiadomosci lista wspdlpracujgeych recenzentow.

9. Redakcja , Materialéw Elektronicznych™ moze otrzymany
materiat przeredagowac, skrécic lub uzupelnié (po uzgodnie-
niu z autorem) lub nie zakwalifikowa¢ go do publikacji.

10. Redaktor naczelny odmawia opublikowania materialow
autorskich w nastepujgcych przypadkach:

- tresci zawarte w manuskrypcie sg niezgodne z obowigzuja-
cym prawemn,

- zostang ujawnione jakiekolwiek przejawy nierzetelnosci
naukowej, a zwlaszczaprzypadki ,,ghostwriting™ 1 ,.,guest au-
thorship”,

- praca nie uzyskala pozytywnej oceny koncowej recenzentow
i redaktora tematycznego.

11. Redaktor naczelny moze odméwic opublikowania artyku-
Tujesli:

- tematyka pracy nie jest zgodna z zakresem tematycznym
Materiatow Elektronicznych”,

- artykul przekracza dopuszczalng objetose, zas autor nie zga-
dza sie na wprowadzenie skrotow w tresci artykulu,

- autor odmawia dokonania wszystkich koniecznych popra-
wek zaproponowanych przez recenzenta i Redakeje,

- tekst lub material ilustracyjny dostarczony przez autora nie
spelnia wymagan technicznych.
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Wskazowki dla autoréw

Redakcja wydawnictwa Materiaty Elektroniczne prosi autoréw o nadsyfanie zamoéwionych artykutéw poczta elek-
troniczna, pod adres ointe@itme.edu.pl lub na no$niku magnetycznym, wedtug nastepujacych specyfikaciji:

1. Tekst

a) Tre$¢ artykutu powinna by¢ dostarczona w plikach o rozszerzeniu obstugiwanym przez program Word (najlepiej DOC
i DOCX). Tekst powinien by¢ pisany w sposab ciagly, podzielony na kolejno ponumerowane, zawierajace tytuty,
rozdzialy. Oznaczenia zmiennych nalezy pisa¢ czcionka pochyta (kursywa). W tekscie powinny by¢ zaznaczone
miejsca, w ktérych maja znajdowac sie materialy ilustracyjne, jednak same grafiki powinny by¢ umieszczone poza
nim w oddzielnych plikach (patrz punkt 4).

b) Podpisy do rysunkéw w jezyku polskim i angielskim, rdwniez winny by¢ zapisane w oddzielnym pliku.

c) Na pierwszej stronie artykutu powinny znajdowac sie nastepujace elementy: imie i nazwisko autora, tytut naukowy,
nazwa miejsca pracy, adres pocztowy, e-mail, tytut artykufu zaréwno w jezyku polskim jak i angielskim.

2. Streszczenie
a) Do artykutu nalezy dotaczyc streszczenie w jezyku polskim i angielskim. Kazde z nich nie powinno przekracza¢
200 stow.
b) Nalezy takze dodac stowa kluczowe zaréwno w jgzyku polskim jak i angielskim.

3. Bibliografia

a) Pozycje bibliograficzne nalezy podawac w nawiasach kwadratowych w kolejnoSci ich wystepowania.
b) Sposoby sporzadzania opisow bibliograficznych:
* Opis bibliograficzny catej ksigzki:
Autor: Tytut. Numer wydania. Miejsce wydania: Nazwa wydawcy, Rok wydania, ISBN.
* Opis bibliograficzny pracy zbiorowej pod redakcja:
Tytut. Pod red. (nazwiska redaktorow): Numer wydania. Miejsce wydania: Nazwa wydawcy, Rok wydania, ISBN.
* Opis bibliograficzny fragmentu (rozdziatu) ksigzki, (gdy cafa ksigzka jest tego samego autorstwa):
Autor: Tytut ksigzki. Numer wydania. Miejsce wydania; Nazwa wydawcy, Rok wydania, ISBN. Tytut fragmentu, Strony rozdziatu.
» Opis bibliograficzny fragmentu (rozdziatu) ksiazki z pracy zbiorowe;j:
Autor: Tytut fragmentu. W: Tytut ksigzki. Miejsce wydania: Nazwa wydawcy, Rok wydania, ISBN.
« Opis bibliograficzny artykutu z czasopisma:
Autor: Tytuf artykutu . ,Tytut czasopisma” Rok, Wolumin, Numer, Strony.
* Opis artykutu w czasopismie internetowym:
Autor: Tytuf artykutu [on line], Rok, Wolumin, Numer [dostep — data] Strony, Adres w Internecie. ISSN.
* Strona WWW:
Autor: Tytut [on line]. Miejsce wydania: Instytucja sprawcza [dostep — data], Adres w internecie.

4. Elementy graficzne

a) Kazdy materiat ilustracyjny powinien by¢ zapisany w oddzielnym pliku (PCX, TIF, BMP, WEM, WPG, JPG) o rozdziel-
czos$ci nie mniejszej niz 150 dpi.

b) W przypadku materiatow ilustracyjnych niebedacych oryginalnym dorobkiem autora/dw nalezy zacytowaé ich
Zrédto, umieszczajac je w bibliografii.

5. Wzory

a) Wzory nalezy numerowac kolejno cyframi arabskimi

b) Zmienne nalezy oznaczy¢ czcionka pochyta.

¢) W przypadku wzordw niebgdacych oryginalnym dorobkiem autora/éw nalezy zacytowaé ich zrédio, umieszczajac
je w bibliografii.

6. Autora obowiazuje wykonanie korekty autorskiej.



INSTYTUT TECHNOLOGII
MATERIALOW ELEKTRONICZNYCH
ul. Wélczynska 133, 01-919 Warszawa

tel./fax-dyrektor: (48 22) 83590 03 tel.: (48 22) 835 30 41-9
e-mail: itme@itme.edu.pl http://www.itme.edu.pl/

Instytut Technologii Materiatow Elektronicznych jest wiodacym polskim osrodkiem prowadzq-

<ym badania navkowe oraz prace badawczo-rozwojowe w zakresie fizyki ciata stclego, pro-

iektowania i technologii nowoczesnych materiatow, struktur i podzespotow dla mikro- i nano-

elektroniki, fotoniki i inZynierii.

Badania te dotyczq nastepujqcych grup materiatéw i ich zastosowan w postaci podzespotow:

* materiaty nowej generacji: grafen, metamaterialy, materialy samoorganizujqce sig i gradientowe, nanokrysz-
taly tlenkowe w réznych matrycach (szkto, tworzywa sztuczne);

* materialy potprzewodnikowe i ich zastosowania:

— monokrysztaty hodowane metodq Czochralskiego Si, GaAs, GaP, GaSb, InAs, InSb, InP i transportu z fazy
gazowej SiC, o $rednicach do 10 cm;

— warstwy epitaksjalne pétprzewodnikowe uzyskiwane za pomocg metod CVO i MOCVO z Si, SiC, GaN, AIN,
InN, GaAs, GaP, GaSb, InP, InSb, oraz opartych o nie zwiqzkow potréjnych i poczwornych;

— podzespoty dla elektroniki i fotoniki: diody Schottky'ego, tranzystory FET i HEMT, lasery, fotodetektory IR i UV;

* materialy tlenkowe i ich zastosowania:

— monokrysztaty, YAG domieszkowany: (Nd, Yb, Er, Pr, Ho, Tm, Cr), YVO: (Nd, Tm, Ho, Er, Pr) i podwajnie
domieszkowany: (Ho+Yb, Er+Yb), GdVO.: (Er, Tm) LuVO (Er Tm) GdCoB: (Nd, Yb) dla zastosowa lasero-
wych; kwarg, LiNbO,, LiTaO,, Sr Bo,. ., Nb, 0 dla zastosowan elektrooptycznych i piezoelektrycznych; CoF , BaF,,
jako muterluly przezroczyste ta boU(BO) jako materiat nieliniowy oraz NdGaO,. SrLoGoO,, SrLaAIO |oko
materialy podtozowe dla osadzania warstw nadprzewodnikow wysokotemperoturowych

— szkta o zadanych charakterystykach spektralnych i szkto aktywne;

— ceramiki (ALO,, Y,0,, Zr0,, Si.N,), ceramiki przezroczyste i aktywne;

— warstwy epitaksjalne YAG: Nd, Cr dla zastosowan laserowych;

— $wiattowody specjalne, fotoniczne, aktywne i obrozowody;

— podzespoly dla elektroniki i fotoniki: filtry i rezonatory z akustyczng folg powierzchniowq; soczewki
dyfrakcyjne, maski chromowe do fotolitografii;

* inne materiaty dla elektroniki:

— kompozyty metolowo-ceromiczne, kompozyty metalowe;

— ztgexa zaawansowanych materiatow ceramicznych (Si.N
z metalami;

— metale czyste (Ga, In, Al, Cu, Zn, Ag, Sb);

— pasty do uktadow hybrydowych;

— materiaty dla jonowych ogniw litowych, ogniw paliwowych i kondensatorow.

Instytut prowadzi rowniez badania i wykonuje ustugi w zakresie:

* innych technologii HI-TECH: fotolitografia, elektronolitogrofio, osadzanie cienkich warstw, trawienie, obrébka
termiczno;

* charakteryzacji materiatow: spektrometria mas i Mossbauero, elektronowy rezonans paramagnetyczny
(EPR), rozpraszanie wsteczne Ruthefordo (RBS), absorpcjo atomowa, wysokorozdzielcza dyfrakcjo rentgenowska,
spektroskopia optyczna i w podczerwieni (FTIR), pomiary widm promieniowania, fotoluminescencjo, mikroskopia
optyczna i skaningowa mikroskopia elektronowa i sit atomowych (AFM); spektroskopia gtebokich poziomow:
pojemnosciowa (DLTS) i fotoprqdowa (PITS), pomiary impedoncyjne i szumow, temperaturowa analiza fazowa,
pomiary dyfuzyjnosci ciepta.

N, AIN), kompozytéw ceramiczno-metolowych i ceramik
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